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нед

еля 
тема занятий Л С 

1 

Лекция №1. Размерное квантование, условия. Структуры с двумерным 

электронным газом: тонкие пленки, МДП структуры, одиночные гетеропереходы, 

дельта слои. Сруктуры с вертикальным переносом: композиционные и 

легированные сверхрешетки (СР). 

2 0 

Лекция №2. Структуры с одномерным электронным газом – квантовые нити 

(проволоки) (КН). Структуры с нульмерным электронным газом – квантовые 

точки (ящики) – КТ. 

2 0 

2 

Лекция №3. Размерное квантование энергии электронов в одномерных КЯ. 

Энергетический спектр и волновые функции носителей заряда в квантовых нитях, 

точках. 

2 0 

Лекция №4. Энергетический спектр и волновые функции носителей заряда в СР 

из одномерных КЯ. Модель Кронига-Пенни. 
2 0 

3 

Семинар №1. Энергетический спектр и волновые функции. 0 2 

Лекция №5. Локализованные состояния в двумерных системах: 

водородоподобные примеси, экситоны. 
2 0 

4 

Лекция №6. Двумерная и одномерная плотность состояний. Плотность 

состояний носителей заряда в СР. 
2 0 

Лекция №7. Концентрация носителей заряда в КЯ, КН и СР. Уравнение 

электронейтральности. 
2 0 

5 

Семинар. №2. Плотность состояний и концентрация. 0 2 

Лекция №8. Межзонное поглощение света в КЯ, КН и СР в области края 

фундаментальной полосы. Лазеры с КЯ и КТ. 
2 0 

6 

Лекция №9. Межподзонное поглощение в КЯ и СР. Фотоприемники ИК 

излучения на квантовых ямах. 
2 0 

Семинар. №3. Оптические свойства. 0 2 

7 

Лекция №10. Планарная проводимость в КЯ и СР: время релаксации, механизмы 

рассеяния, температурная зависимость подвижности. 
2 0 

Лекция 11. Вертикальный перенос в СР в области слабых и сильных 

классических полей, отрицательная дифференциальная проводимость. 
2 0 

8 

Лекция №12. Вертикальный перенос носителей заряда в СР в области квантовых 

полей. Штарковская локализация уровней минизоны, резонансное 

туннелирование, домены сильного поля. 

2 0 

Семинар №4. Проводимость.  0 2 

9 
Лекция №13. Прохождение носителей заряда над отдельными КЯ и квантовыми 

барьерами (КБ). Коэффициент пропускания и резонансное туннелирование (РТ). 
2 0 

10 

Лекция №14. Энергетический спектр и время жизни электрона в двухбарьерной 

квантовой структуре (ДБКС). Вольтамперная характеристика ДБКС. Резонансно 

туннельные диоды на основе ДБКС. 

2 0 

11 Семинар №5. Резонансное туннелирование. 0 2 

12 
Лекция №15. Баллистический транспорт в КЯ, приборы. Баллистическая 

проводимость в КН. Квантование баллистической проводимости. 
2 0 

13 
Лекция №16. Кулоновская блокада в КТ. Условия наблюдения кулоновской 

блокады. Вольтамперная характеристика протекания тока через КТ. 
2 0 

14 Лекция №17. Одноэлектронный транзистор: строение, принцип действия. 2 0 

15 Семинар №6. Приборы. 0 2 

16 Семинар №7. Зачет. 0 2 

  34 14 
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